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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年9月15日(2010.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　｛０００１｝以外の任意に特定される面方位の主面を有するＩＩＩ族窒化物結晶の製造
方法であって、
　ＩＩＩ族窒化物バルク結晶から、前記特定される面方位の主面を有する複数のＩＩＩ族
窒化物結晶基板を切り出す工程と、
　前記基板の前記主面が互いに平行で、かつ、前記基板の［０００１］方向が同一になる
ように、横方向に前記基板を互いに隣接させて配置する工程と、
　前記基板の前記主面上に、前記ＩＩＩ族窒化物結晶を成長させる工程と、を含むＩＩＩ
族窒化物結晶の製造方法。
【請求項２】
　前記特定される面方位は、｛１－１０Ｘ｝（ここで、Ｘは０以上の整数）、｛１１－２
Ｙ｝（ここで、Ｙは０以上の整数）および｛ＨＫ－（Ｈ＋Ｋ）０｝（ここで、ＨおよびＫ
は０以外の整数）からなる群から選ばれるいずれかの結晶幾何学的に等価な面方位に対す
るオフ角が５°以下である請求項１に記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
【請求項３】
　前記特定される面方位は、｛１－１００｝、｛１１－２０｝、｛１－１０２｝および｛
１１－２２｝からなる群から選ばれるいずれかの結晶幾何学的に等価な面方位に対するオ
フ角が５°以下である請求項１に記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
【請求項４】
　前記特定される面方位は、｛１－１００｝に対するオフ角が５°以下である請求項１に
記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
【請求項５】
　前記基板が互いに隣接する面の平均粗さＲａが、５０ｎｍ以下である請求項１から請求
項４までのいずれかに記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
【請求項６】
　前記ＩＩＩ族窒化物結晶を成長させる温度が、２０００℃以上である請求項１から請求
項５までのいずれかに記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
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【請求項７】
　前記ＩＩＩ族窒化物結晶を成長させる方法が、昇華法である請求項１から請求項６まで
のいずれかに記載のＩＩＩ族窒化物結晶の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　なお、実施例２においては、ＧａＮ結晶をその上に成長させる面である複数のＧａＮ結
晶基板の主面の面方位がすべて（１－１００）であったが、少なくとも一部が（－１１０
０）（これは、（１－１００）と結晶幾何学的に等価である）となっていても同様の結果
が得られた。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
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【表１】

【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
【表２】
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